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요약

본 발명은 형광체 안료가 함유된 절연막을 평탄화막으로 형성하여 줌으로써 공정 중 발광 영역 내에 평탄화막의 잔사

여부를 확인할 수 있는 유기 전계 발광 표시 장치 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 TFT가 구비된 절연 기판 상에 하부 전극을 형성하고, 상기 하부 전극이 형성

된 절연 기판 상에 평탄화막의 잔사를 확인할 수 있도록 형광체 안료가 혼합된 평탄화막을 형성한다. 그런 다음, 상기 

평탄화막에 하부 전극의 일부를 노출시키는 개구부를 형성하고, UV를 조사하여 상기 개구부에 평탄화막의 잔사 여부

를 검사하여, 잔사가 없는 경우에는 상기 개구부에 유기 발광층을 형성하고, 상기 발광층이 형성된 절연 기판 상에 상

부 전극을 형성한다.

그리고, 상기 평탄화막의 잔사 여부를 검사한 결과 개구부에 평탄화막의 잔사가 있는 경우에는, 상기 평탄화막의 잔

사를 식각하고, 유기 발광층을 형성하여 유기 전계 발광 표시 장치를 제조한다.

대표도

도 2

색인어

평탄화막, OELD, 형광체 안료, 잔사

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 유기 전계 발광 표시 장치를 나타낸 단면도

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치를 나타낸 단면도
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(도면의 주요 부위에 대한 부호의 설명)

200; 절연 기판 210; 완충층

220; 활성층 221; 소오스 영역

223; 채널 영역 225; 드레인 영역

230; 게이트 절연막 240; 게이트 전극

250; 층간 절연막 251, 255; 콘택 홀

261; 소오스 전극 265; 드레인 전극

270; 보호막 275; 비아 홀

280; 하부 전극 290; 평탄화막

295; 개구부

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 전계 발광 표시 장치 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 형광체 안료가 함유된 절연

막을 평탄화막으로 형성하여 줌으로써 공정 중 발광 영역 내에 평탄화막의 잔사 여부를 확인할 수 있는 유기 전계 발

광 표시 장치의 제조 방법에 관한 것이다.

유기 전계 발광 표시 장치(OELD)는, 전자와 정공이 반도체 안에서 전자-정공 쌍을 만들거나 캐리어(Carrier)들이 좀

더 높은 에너지 상태로 여기된 후 다시 안정화 상태인 바닥 상태로 떨어지는 과정을 통해 빛이 발생하는 현상을 이용

한다.

상기 유기 전계 발광 표시 장치는 일반적으로 얇은 박막의 형태로 형성하는데, 그 특성은 애노드 전극의 성질에 큰 영

향을 받는다.

이하 첨부된 도면을 참고하여, 종래 기술에 대하여 설명한다.

도 1은 종래의 유기 전계 발광 표시 장치를 나타낸 단면도이다.

도 1을 참조하면, 완충층(110)이 형성된 절연 기판(100) 상에 폴리 실리콘막으로 된 활성층(120)을 형성한다. 상기 

절연 기판(100) 상에 게이트 절연막(130)을 증착한다. 그리고, 상기 게이트 절연막(130) 상에 도전 물질을 증착하고, 

패터닝하여 게이트 전극(140)을 형성한다.

그런 다음, 상기 게이트 전극(140)을 마스크로 이용하여 불순물을 도핑하여, 상기 활성층(120)에 소오스/드레인 영역

(121, 125)을 형성한다. 그리고, 상기 활성층(120) 중 소오스/드레인 영역(121, 125) 사이의 영역은 채널 영역(123)

으로 작용한다.

그 후, 상기 절연 기판(100) 상에 층간 절연막(150)을 증착하고, 패터닝하여 소오스/드레인 영역(121, 125)의 일부를

노출시키는 콘택 홀(151, 155)을 형성한다. 그리고, 상기 절연 기판(100) 상에 도전 물질을 증착한 후, 사진 식각하여

소오스/드레인 전극(161, 165)을 형성한다.

그런 다음, 상기 소오스/드레인 전극(161, 165)을 포함하는 절연 기판(100) 상에 보호막(170)을 증착한다. 상기 보호

막(170)에 상기 소오스/드레인 전극(161, 165) 중 어느 하나, 예를 들면, 드레인 전극(165)의 일부를 노출시키는 비아
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홀(175)을 형성한다.

상기 절연 기판(100) 상에 ITO를 증착한 후, 사진 식각하여 비아 홀(175)을 통해 드레인 전극(165)에 연결되는 애노

드(anode) 전극으로 작용하는 하부 전극(180)을 형성한다. 그리고, 상기 절연 기판(100) 상에 평탄화막(190)을 형성

한다. 그런 다음, 상기 평탄화막(190)을 사진 식각하여 하부 전극(180)의 일부를 노출시키는 개구부(195)를 형성한다

.

마지막으로 도면상에는 도시하지 않았으나, 상기 개구부(195)에 EL 층을 형성한다. 절연 기판 전면에 걸쳐 캐소드(ca

thode) 전극으로 작용하는 상부 전극을 형성한다.

상기 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 공정 중, 상기 평탄화막(190)을 사진 식각하여 하부 전극(180)의 일부를 노출

시키는 개구부(195)를 형성하는 공정에서, 상기 개구부(195) 내의 하부 전극 상에는 평탄화막(190)이 완전히 제거되

어야 한다. 그러나 개구부(195) 내의 상기 평탄화막(190)이 완전히 제거되지 않고 상기 평 탄화막(190)의 일부분이 

남아 있는 경우가 발생한다. 평탄화막(190)으로 절연 물질이 사용되므로 개구부(195) 내에 평탄화막이 남아 있으면, 

구동 전압의 상승 등 유기 전계 발광 표시 장치의 특성을 저하시키거나, 심한 경우 불량이 발생하는 문제점이 있다.

또한, 아크릴(Acryl)과 같이 평탄화막으로 사용되는 물질들은 투명하고 잔사의 두께 또한 상당히 얇기 때문에, 발광

층을 증착하기 전에는 잔사가 있는지 미리 확인할 수가 없었다. 그러므로 제조 후 테스트 공정에서 불량 원인을 파악

하기 힘든 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 평탄화막 물질의 잔사를 유기 발광층을 형

성하기 전에 미리 확인하여 소자의 특성 저하 및 불량을 방지할 수 있는 유기 전계 발광 표시 장치 및 그의 제조 방법

을 제공하는데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 TFT가 구비된 절연 기판 상의 하부 전극과; 상기 하부 전극의 일부가 개구되

도록 형성되고, 개구부에 평탄화막의 잔사를 확인할 수 있도록 형광체 안료가 혼합된 평탄화막과; 상기 개구부에 형

성된 유기 발광층과; 상기 유기 발광층의 상부에 형성된 상부 전극;을 포함하는 유기 전계 발광 표시 장치를 제시하는

것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은 TFT가 구비된 절연 기판 상에 하부 전극을 형성하는 단계 와; 상기 하부 전극이 형성된 절연 기판 상

에 평탄화막의 잔사를 확인할 수 있도록 형광체 안료가 혼합된 평탄화막을 형성하는 단계와; 상기 평탄화막에 하부 

전극의 일부를 노출시키는 개구부를 형성하는 단계와; UV를 조사하여 상기 개구부에 평탄화막의 잔사 여부를 검사하

는 단계와; 상기 개구부에 유기 발광층을 형성하는 단계와; 상기 발광층이 형성된 절연 기판 상에 상부 전극을 형성하

는 단계;를 포함하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법을 제시하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 있어서, 상기 평탄화막의 잔사 여부를 검사한 결과 개구부에 평탄화막의 잔사가 있는 경우, 상기 평탄화막

의 잔사를 식각하는 단계를 더 포함하여 유기 전계 발광 표시 장치를 제조한다.

이하 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 실시예를 설명한다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치를 나타낸 단면도이다.

도 2를 참조하면, 완충층(210)이 형성된 절연 기판(200) 상에 비정질 실리콘을 증착하고 결정화하여 폴리 실리콘막

을 형성한다. 상기 폴리 실리콘막을 패터닝하여 활성층(220)을 형성한다. 상기 절연 기판(200) 상에 게이트 절연막(2

30)을 증착한다. 그리고, 상기 게이트 절연막(230) 상에 도전 물질을 증착하고, 상기 도전 물질을 패터닝하여 상기 활

성층(220)의 상부 게이트 절연막(230) 상에 게이트 전극(240)을 형성한다.

상기 게이트 전극(240)을 마스크로 이용하여 불순물을 도핑하여, 상기 활성층(220)에 소오스/드레인 영역(221, 225)

을 형성한다. 그리고, 상기 활성층(220) 중 소오스/드레인 영역(221, 225) 사이의 영역은 채널 영역(223)으로 작용한

다.
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그런 다음, 상기 절연 기판(200) 상에 산화막을 증착하여 층간 절연막(250)을 형성하고, 패터닝하여 소오스/드레인 

영역(221, 225)의 일부를 노출시키는 콘택 홀(251, 255)을 형성한다. 상기 절연 기판(200) 상에 도전 물질을 5000Å

정도의 두께로 증착한 후, 사진 식각하여 소오스/드레인 전극(261, 265)을 형성한다.

상기 소오스/드레인 전극(261, 265)을 포함하는 절연 기판(200) 상에 CVD 방법을 이용하여 보호막(270)을 증착한

다. 상기 보호막(270)에 소오스/ 드레인 전극(261, 265) 중 어느 하나, 예를 들면, 드레인 전극(265)의 일부를 노출시

키는 비아 홀(275)을 형성한다. 그리고, 상기 절연 기판(200) 상에 하부 전극 물질로 ITO를 증착한 후, 사진 식각하여

비아 홀(275)을 통해 드레인 전극(265)에 연결되는 애노드(anode) 전극으로 작용하는 하부 전극(280)을 형성한다.

그런 다음, 상기 절연 기판(200) 상에 형광체 안료가 포함된 평탄화막(290)을 0.5㎛ 이상의 두께로 형성한다. 이때, 

바람직하게는 상기 평탄화막(290)은 형광체 안료가 포함된 평탄화막(290) 물질의 용액(Solution)을 스핀 코팅(Spin 

Coating)하여 형성한다. 상기 평탄화막(290)은 평탄화막(290) 물질이 용매(Solvent)로 작용하며 형광체 안료는 용질

(Solute)로 작용하는 고용체(Solid Solution)의 형태로 형성된다.

상기 평탄화막(290)으로 아크릴(Acryl)과 같은 절연 물질이 사용되며, 상기 형광체 안료로는 아조(AZO) 안료, 프탈

로시아닌(Phthalocyanine)계 안료, 염료 레이크 안료, 축합 다환 안료와 기타 유기 안료 등이 사용된다. 그리고, 상기 

평탄화 막(290) 물질의 용액 내에 함유되는 형광체 안료의 비율은 평탄화막(290) 물질의 특성이 변하지 않으며, UV 

조사에 따라 평탄화막(290)의 잔사 여부를 확인할 수 있는 정도로 하는 것이 바람직하다. 본 발명에서는 평탄화막(29

0) 물질에 함유된 형광체 안료의 비율은 10 -6 Mol 정도의 농도로 하는 것이 바람직하다.

상기 평탄화막(290)에 형광체 안료를 혼합하는 것은 후속 공정에서 상기 평탄화막(290)을 사진 식각하여 하부 전극(

280)의 일부를 노출시키는 개구부를 형성하는 공정에서 발생할 수 있는 평탄화막(290)의 잔사를 확인하기 위한 것이

다.

다음으로, 상기 평탄화막(290)을 사진 식각하여 하부 전극(280)의 일부를 노출시키는 개구부(295)를 형성한다. 상기

개구부(295)를 형성한 다음 UV를 조사하여 형광체의 발광 여부를 통하여 평탄화막(290)의 잔사 여부를 확인할 수 

있다. 따라서, 유기 전계 발광 표시 장치의 불량이 발생하는 것을 방지할 수 있다.

도면상에는 도시하지 않았으나, 평탄화막(290)의 잔사가 없는 경우에는 상기 개구부(295)에 발광층을 형성한다. 그

리고, 상기 절연 기판(200) 상에 캐소드(cathode) 전극으로 작용하는 상부 전극을 형성한다.

상기 개구부에 평탄화막(290)의 잔사가 있는 경우에는, 상기 평탄화막의 잔사를 통상적인 식각 방법에 의하여 제거한

다. 그리고, 개구부(295)에 발광층을 형성하고, 상기 절연 기판(200)상에 상부 전극을 형성한다.

발명의 효과

상기한 바와 같이 본 발명에 따르면, 평탄화막 물질에 형광체 안료를 혼합함 으로써, 평탄화막에 개구부를 형성하는 

공정 후에 남아 있는 평탄화막 잔사를 UV를 조사하여 유기 발광층의 도포 전에 확인할 수 있다. 따라서, 유기 전계 발

광 표시 장치의 특성 저하 및 불량을 방지할 수 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청

구 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 

수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
TFT가 구비된 절연 기판 상의 하부 전극과;

상기 하부 전극의 일부가 개구되도록 형성되고, 개구부에 평탄화막의 잔사를 확인할 수 있도록 형광체 안료가 혼합된

평탄화막과;

상기 개구부에 형성된 유기 발광층과;

상기 유기 발광층의 상부에 형성된 상부 전극;을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.
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청구항 2.
TFT가 구비된 절연 기판 상에 하부 전극을 형성하는 단계와;

상기 하부 전극이 형성된 절연 기판 상에 평탄화막의 잔사를 확인할 수 있도록 형광체 안료가 혼합된 평탄화막을 형

성하는 단계와;

상기 평탄화막에 하부 전극의 일부를 노출시키는 개구부를 형성하는 단계와;

UV를 조사하여 상기 개구부에 평탄화막의 잔사 여부를 검사하는 단계와;

상기 개구부에 유기 발광층을 형성하는 단계와;

상기 발광층이 형성된 절연 기판 상에 상부 전극을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표

시 장치의 제조 방법.

청구항 3.
제 2항에 있어서,

상기 평탄화막의 잔사 여부를 검사한 결과 개구부에 평탄화막의 잔사가 있는 경우, 상기 평탄화막의 잔사를 식각하는

단계를 더 포함하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

도면

도면1

도면2
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摘要(译)

本发明涉及平坦化膜是否残基的有机发光显示装置和制造，可以通过提
供发光区，以形成含有荧光颜料作为平坦化膜的绝缘膜过程中的确定的
方法。 在为了实现上述目的本发明的形式形成在其上设置的TFT的绝缘
性基板上的下部电极，并混合膜以证实在其上形成下部电极的绝缘衬底
上的平坦化膜残留在荧光体颜料的扁平化。那么接下来，以形成开口暴
露所述平坦化层上的下部电极的一部分，UV照射对在开口部平坦化膜残
留物进行测试，如果没有残留物形成在所述开口中的有机发光层，所述
发光层在绝缘基板上形成上电极。 并且，在的情况下在平坦化膜残留物
试验的开口或没有，通过蚀刻所述平坦化膜残留，形成有机发光层，以
产生一种有机发光显示装置的结果的平坦化膜残余物。 2 指数方面 平整
膜，OELD，荧光粉颜料，残留物
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